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Transistor TBJ



En el TP3 se pedia medir varias caracteristicas de un transistor TBJ, entre ellas su curva de salida (/- vs Vg).
Ademas se contaba Unicamente con una fuente de alimentacidon y dos multimetros.
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En el TP3 se pedia medir varias caracteristicas de un transistor TBJ, entre ellas su curva de salida (/- vs Vg).
Ademas se contaba Unicamente con una fuente de alimentacidon y dos multimetros.
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— R, = R ——— Cuando resistencia variable es nula

Rc =R+ Ryarpg, — Cuando resistencia variable es maxima
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iPodemos medir toda la curva de salida de esta manera?

- R, = R — Cuando resistencia variable es nula.

Re =R+ Rva"max —— Cuando resistencia variable es maxima.

- Ig = cte

- > Vg




iPodemos medir toda la curva de salida de esta manera?

No, necesitariamos una resistencia infinita para logara medir toda la zona de saturacion.

En el TP se les pedia que releven solo una parte de la curva, para lo cual es necesario realizar
algunas cuentas para saber que valores de resistencias hay que comprar.



Dado el siguiente circuito para la medicion de la curva de salida del

transistor:

a. Hallar el valor de R tal que la corriente en MAD sea I, ,, = 1.5 mA

b. Obtener los valores de R- y R4 que permiten relevar la curva de salida
entre el punto donde Vg = 3 V' y el punto donde I = 50% I,, ,,

Datos del dispositivo: fr =150 y V; — o



Dado el siguiente circuito para la medicion de la curva de salida del

transistor:

a. Hallar el valor de R tal que la corriente en MAD sea I, ,, = 1.5 mA

b. Obtener los valores de R- y R4 que permiten relevar la curva de salida
entre el punto donde Vg = 3 V' y el punto donde I = 50% I,, ,,

Datos del dispositivo: fr =150 y V; — o

Comencemos indicando referencias de tension y corriente.



Dado el siguiente circuito para la medicion de la curva de salida del
transistor:

a. Hallar el valor de R tal que la corriente en MAD sea I, ,, = 1.5 mA

b. Obtener los valores de R- y R4 que permiten relevar la curva de salida

entre el punto donde Vg = 3V y el punto donde I = 50% I¢,, ,,

Datos del dispositivo: fr =150 y V; — o

Comencemos indicando referencias de tension y corriente.

Recorriendo la malla de entrada obtenemos:

Vee —IgRg — Vg =0 (I)



——» Recorriendo la malla de entrada obtenemos:

L’ Vee —IgRg — Vg =0 (I)

—— Queremos que la corriente en MAD sea I = 1.5 mA

Vg = VBE(ON) = 0.7V
MAD: VCE > VCESAT = 0.2V

Ic = Br I



——» Recorriendo la malla de entrada obtenemos:

L’ Vee —IgRg — Vg =0 (I)

—— Queremos que la corriente en MAD sea I = 1.5 mA

VBE = VBE(ON) — 0.7 V p 1.5 mA
Sm
MAD: < Vg > VCESAT =02V —Ig= == 150

BF

Ic = Br I

= 10 pA



Recorriendo la malla de entrada obtenemos:

Vec —Ig Rg — Vg =0 (I)

Queremos que la corriente en MAD sea I = 1.5 mA

Vg = VBE(ON) = 0.7V

MAD: { Vg > Vegg,r = 02V =1 = % = 1'55"(;“4 =10 uA
Ic = Br I
Volviendo a (I) despejamos Rz como:
Vee =V, 5V —-0.7V
R, = cc BE(ON) _ — 430 kQ

I5 10 pA

En este caso no es necesario verificar MAD ya que es “dato” del enunciado.



b) Obtener los valores de R y R4 que permiten relevar la curva de salida entre el punto donde V. =3V (1) yel punto
donde I = 50% I¢,,,, (2)



b) Obtener los valores de R y R4 que permiten relevar la curva de salida entre el punto donde V. =3V (1) yel punto
donde I = 50% I¢,,,, (2)

Resolvamos usando la recta de carga.



b) Obtener los valores de R y R, que permiten relevar la curva de salida entre el punto donde V. = 3V (1) y el punto
donde I = 50% I¢,,,, (2).

b lc
— Llamo Ry = R + R, 4 a la resistencia total en el colector.
(1) _ 1
/ RTmin
ICMAD - I
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0 Tmax
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—> Eneste caso la resistencia Ry, =0 = Ry . = R¢

Al

1.5mA

- VCE

VCE=3V



—> Eneste caso la resistencia Ry, =0 = Ry . = R¢

Al

Vee,0) -1 _ 0-leyyy
(3 v, ICMAD) RT in Vee =3V

|

Rr . =Rc=13kQ

(1) — Tengo 2 puntos para calcular la pendiente: {

1.5mA -

» Vg

Veg =3V Vee



— En este caso la resistencia variables es Ry, = Ryar ., =

ICl

RTmax = RC + Rvarmax

Ves

Vee, 0.2V



— En este caso la resistencia variables es Ry, = Ryar .. = Rt = Rc + Ryar,

ICI

Vee

RT max

——— Podemos aproximar que VCEQ = Veggyr = 0.2V

Ves

Vee, 0.2V



— En este caso la resistencia variables es Ry, = Ryar .. = Rt = Rc + Ryar,

v ——— Podemos aproximar que VCEQ = Veggyr = 0.2V
cC

RTmax (Vece, 0)
(0.2V,50% I¢,,,,,)

— Entonces tenemos : - Ry = 6.4kQ

| | Vep
Vee, 0.2V



— En este caso la resistencia variables es Ry, = Ryar .. = Rt = Rc + Ryar,

Ic

A

Vee ——— Podemos aproximar que VCEQ = Veggy = 0.2V
RTmax - (Vcc, 0) . Caro

— Entonces tenemos : - = 6.
(02V,50%I¢,, . ) Tme
ICQ — Rvarmax — RTmax - RC - 51 k .Q.

50% leyap

— Veg
Ve, 0.2V



— En este caso la resistencia variables es Ry, = Ryar .. = Rt = Rc + Ryar,

Vee ——— Podemos aproximar diciendo que VCEQ ~ () pues Ve > VCEQ
RTmax . Entonces: Ry =—2%€ = 66kQ > R = 5.3 kQ
onces: Rr .. = tow P varmay = 2

| | Vep
Vee, 0.2V



Consideraciones a tomar en cuenta en la practica...

e iCOmo conozco mi transistor?



Consideraciones a tomar en cuenta en la practica...
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MO conozco mi transistor?

Hoja de datos

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tp = 25°C unless otherwise noted) (Continued)

»
»

Characteristic Symbol Min Typ Max Unit
ON CHARACTERISTICS
DC Current Gain hFg —
(lc=10 pA, VoE =5.0V) BC547A/548A — 90 —
BC546B/547B/548B — 150 —
BC548C — 270 —
(lc=2.0mA, Vcg=5.0V) BC546 110 — 450
BC547 110 — 800
BC548 110 — 800
BC547A/548A 110 180 220
BC546B/547B/548B 200 290 450
BC547C/BC548C 420 520 800
(lc =100 mA, Ve =5.0V) BC547A/548A — 120 —
BC546B/547B/548B — 180 —
BC548C — 300 —
Collector—Emitter Saturation Voltage VCE(sat) A
(lc=10mA, Ig = 0.5 mA) — 0.09 0.25
(Ic =100 mA, Ig = 5.0 mA) — 0.2 0.6
(Ic =10 mA, Ig = See Note 1) — 0.3 0.6
Base—Emitter Saturation Voltage VBE(sat) — 0.7 — A
(Ic=10mA, Ig = 0.5 mA)
Base—Emitter On Voltage VBE(on) \
(lc=2.0mA, Vcg=5.0V) 0.55 —_ 0.7
(lc=10mA, Vcg=5.0V) — — 0.77




Consideraciones a tomar en cuenta en la practica...

e iCOmo conozco mi transistor?

»
»

Lo puedo medir (si tengo el dispositivo).
En el manual del dispositivo indica las condiciones
de medicion.
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Consideraciones a tomar en cuenta en la practica...

e Y las resistencias?



Consideraciones a tomar en cuenta en la practica...

e Y las resistencias?

No.de

Valores normalizados
de potencidmetros

Valores norma
de resistencias

lizados

Valores Comerciales de Resistencias en Ohm (Q)

Parie: Resistencia Potencia
135-100 100 Ohms 0.5 Watts
135-500 200 Ohms 0.5 Watts
135-1K 1 KOhms 0.5 Watts
135-5K 2 KOhms 0.5 Watts
135-10K 10 KOhms 0.5 Watts
135-20K 20 KOhms 0.5 Watts
135-50K 20 KOhms 0.5 Watts
135-100K | 100 KOhms | 0.5 Watis
135-250K | 250 KOhms | 0.5 Watis
135-500K | 500 KOhms | 0.5 Watis
135-1M 1 MOhms 0.5 Watts

1 10 100 1,000 10,000 100,000 | 1,000,000 |10,000,000
1.2 12 120 1,200 12,000 120,000 | 1,200,000
1.5 15 150 1,500 15,000 150,000 | 1,500,000
1.8 18 180 1,800 18,000 180,000 | 1,800,000
2.2 22 220 2,200 22,000 220,000 | 2,200,000
2.7 27 270 2,700 27,000 270,000 | 2,700,000
3.3 33 330 3,300 33,000 330,000 | 3,300,000
3.9 39 390 3,900 39,000 390,000 | 3,900,000
4.7 47 470 4,700 47,000 470,000 | 4,700,000
5.6 56 560 5,600 56,000 560,000 | 5,600,000
6.8 68 680 6,800 68,000 680,000 | 6,800,000
8.2 82 820 8,200 82,000 820,000 | 8,200,000




Consideraciones a tomar en cuenta en la practica...

e Y las resistencias?

Recalcular Igg, I¢,,,, Y €l rango que puedo medir de la curva de salida (el punto de VCEQ

maxima y el valor de I, minima) si las resistencias tiene valores comerciales de Rp =
390 kQ), R = 1.2 kQ y R,,,- €s un potenciometro de 5 k().



